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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (1) comprising an optoelectronic semiconductor chip (2), a
contact frame (3), a contact carrier (4), a first electric connection region (5), and a second electric connection region (6) electrical-
ly insulated from the first electric connection region (5), each comprising a part of the contact frame (3) and a part of the contact
carrier (4), wherein the contact frame (3) is provided with a depression (7) which separates the first electric connection region (5)
at least in some regions from the second electric connection region (6) and into which the optoelectronic semiconductor chip (2)
protrudes, and wherein the contact frame (3) is designed with a contact element (30) which electrically connects the contact frame
(3) to the optoelectronic semiconductor chip (2).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein optoelektronisches Bauelement (1) mit einem

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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optoelektronischen Halbleiterchip (2), einem Kontaktrahmen (3), einem Kontakttréger (4), einem ersten elektrischen Anschlussbe-
reich (5) und einem von dem ersten elektrischen Anschlussbereich (5) elektrisch isolierten zweiten elektrischen Anschlussbereich
(6) angegeben, die jeweils einen Teil des Kontaktrahmens (3) und einen Teil des Kontakttragers (4) umfassen, wobei der Kontakt-
rahmen (3) mit einer Vertiefung (7) versehen ist, welche den ersten elektrischen Anschlussbereich (5) zumindest bereichsweise
von dem zweiten elektrischen Anschlussbereich (6) trennt und in welche der optoelektronische Halbleiterchip (2) hineinragt, und
wobei der Kontaktrahmen (3) mit einem Kontaktelement (30) ausgebildet ist, das den Kontaktrahmen (3) mit dem optoelektroni-
schen Halbleiterchip (2) elektrisch verbindet.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement

Es wird ein optoelektronisches Bauelement mit einem
optoelektronischen Halbleiterchip angegeben, der drahtlos

elektrisch angeschlossen ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2009 015 963.0, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

In der Patentschrift DE 103 39 985 B4 ist ein
optoelektronisches Bauelement mit einem optoelektronischen
Halbleiterchip beschrieben, der auf einer
Strahlungsaustrittsseite mittels einer leitfahigen
transparenten Schicht, die auf einer Tragerfolie aufgebracht
ist, drahtlos elektrisch angeschlossen ist. Diese Art der
Folienkontaktierung erweist sich insofern als aufwandig, da
zwischen der transparenten Schicht und dem Halbleiterchip
bereichsweise eine Isolierschicht vorgesehen werden muss, um

einen Kurzschluss innerhalb des Bauelements zu vermeiden.

Eine zu losende Aufgabe besteht vorliegend darin, ein
optoelektronisches Bauelement mit einem optoelektronischen
Halbleiterchip anzugeben, der auf einfache Weise drahtlos

elektrisch angeschlossen ist.

Diese Aufgabe wird durch ein optoelektronisches Bauelement

gemall Patentanspruch 1 geldst.
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Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des
optoelektronischen Bauelements sind in den abhangigen

Ansprichen angegeben.

Gemdl einer bevorzugten Ausfiihrungsform weist das
optoelektronische Bauelement einen optoelektronischen
Halbleiterchip, einen Kontaktrahmen, einen Kontakttrager
sowie einen ersten elektrischen Anschlussbereich und einen
von dem ersten elektrischen Anschlussbereich elektrisch
isolierten zweiten elektrischen Anschlussbereich auf. Die
beiden Anschlussbereiche umfassen jeweils einen Teil des
Kontaktrahmens und einen Teil des Kontakttragers, wobei der
Kontaktrahmen mit einer Vertiefung versehen ist, welche den
ersten elektrischen Anschlussbereich zumindest bereichsweise
von dem zweiten elektrischen Anschlussbereich trennt und in
welche der optoelektronische Halbleiterchip hineinragt, und
wobei der Kontaktrahmen mit einem Kontaktelement ausgebildet
ist, das den Kontaktrahmen mit dem optoelektronischen

Halbleiterchip elektrisch verbindet.

Der optoelektronische Halbleiterchip kann ein Strahlung
emittierender oder ein Strahlung empfangender Halbleiterchip
sein. Der optoelektronische Halbleiterchip weist eine dem
Kontaktelement zugewandte Strahlungsdurchtrittsflédche auf,
wobei die Strahlungsdurchtrittsfldche im Falle eines
Strahlung emittierenden Halbleiterchips eine
Strahlungsaustrittsflache und im Falle eines Strahlung
empfangenden Halbleiterchips eine Strahlungseintrittsflédche

ist.

Die Strahlungsdurchtrittsflache ist vorzugsweise mit dem
Kontaktelement des Kontaktrahmens wverbunden. Insbesondere

ragt das Kontaktelement in die Vertiefung des Kontaktrahmens
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hinein, wahrend der restliche Kontaktrahmen die Vertiefung
begrenzt. Der optoelektronische Halbleiterchip ist in der
Vertiefung vorzugsweise derart angeordnet, dass die durch die
Strahlungsdurchtrittsflache hindurchtretende Strahlung zwar
auf das Kontaktelement, im Wesentlichen jedoch nicht auf den
restlichen Kontaktrahmen auftreffen kann. Somit kdnnen
Strahlungsverluste, die durch Abschattung am Kontaktrahmen

hervorgerufen werden, gering gehalten werden.

Durch den ersten und zweiten elektrischen Anschlussbereich
ist eine elektrische Versorgung des optoelektronischen
Halbleiterchips moglich. Mit Vorteil weisen sowohl der
Kontaktrahmen als auch der Kontakttrager, aus welchen sich
die beiden Anschlussbereiche zusammensetzen, ein elektrisch

leitendes Material auf.

Vorzugsweise ist der optoelektronische Halbleiterchip ein
Strahlung emittierender Halbleiterchip. Zur
Strahlungserzeugung weist der optoelektronische
Halbleiterchip eine aktive Zone mit einem pn-Ubergang auf,
der im einfachsten Falle aus einer p-leitenden und einer n-
leitenden Halbleiterschicht gebildet ist, die unmittelbar
aneinandergrenzen. Bevorzugt ist zwischen der p-leitenden und
der n-leitenden Halbleiterschicht die eigentliche Strahlung
erzeugende Schicht, etwa in Form einer dotierten oder
undotierten Quantenschicht, ausgebildet. Die Quantenschicht
kann als Einfachquantentopfstruktur (SQW, Single Quantum
Well) oder Mehrfachgquantentopfstruktur (MQW, Multiple Quantum
Well) oder auch als Quantendraht oder Quantenpunktstruktur

ausgebildet sein.

Gemdl einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das

Kontaktelement ein Teil des ersten Anschlussbereichs und
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verbindet den optoelektronischen Halbleiterchip mit dem

ersten Anschlussbereich drahtlos.

Beispielsweise kann das Kontaktelement streifenartig
ausgebildet sein. Das Kontaktelement liegt mit Vorteil auf
der Strahlungsdurchtrittsfliache auf. Zwischen dem
Halbleiterchip und dem Kontaktelement kann ein elektrisch
leitendes Mittel vorgesehen sein, zum Beispiel ein Lotmittel
oder Klebemittel, welches das Kontaktelement mit dem

Halbleiterchip elektrisch verbindet.

Weiterhin kann der optoelektronische Halbleiterchip auf dem
Kontakttridger des zweiten Anschlussbereichs angeordnet sein.
Hierbei ist der optoelektronische Halbleiterchip insbesondere
mit dem Kontakttrdager drahtlos elektrisch verbunden. Mittels
Die-Bonden kann der Halbleiterchip auf dem Kontakttrager

befestigt werden.

Bei einer bevorzugten Ausfihrungsform sind der Kontaktrahmen
und der Kontakttradger einstiickig ausgebildet. Beispielsweise
kénnen der Kontaktrahmen und der Kontakttrager einstiickig aus
einem einzigen Werkstiick wie einem Metallblech gebildet sein.
Das Werkstiick wird mit Vorteil derart strukturiert, dass es
eine Vertiefung fir den Halbleiterchip und ein Kontaktelement
zur elektrischen Kontaktierung des Halbleiterchips aufweist.
Ferner wird das Werkstiick derart zerteilt, dass infolge ein
erster und zweiter Anschlussbereich vorhanden sind. Die
einstickige Ausbildung von Kontaktrahmen und Kontakttrager
ermdglicht eine einfache Herstellung des ersten und zweiten

Anschlussbereichs.

Bei einer weiteren Ausfihrungsform sind der Kontaktrahmen und

der Kontakttrager zweil separate Elemente. Diese
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Ausfihrungsform hat beispielsweise den Vorteil, dass zwischen
Kontaktrahmen und Kontakttridger bereichsweise ein elektrisch
isolierendes Mittel angeordnet werden kann, so dass der
Kontaktrahmen in dem Bereich, wo sich das elektrisch
isolierende Mittel befindet, von dem Kontakttrager elektrisch
isoliert ist. Somit ist es beispielsweise moglich, einen
ersten und zweiten Anschlussbereich mit einem gemeinsamen
Kontakttrager auszubilden, der sich durchgehend vom ersten

Anschlussbereich bis zum zweiten Anschlussbereich erstreckt.

Insbesondere ist der Kontaktrahmen auf dem Kontakttrager
angeordnet. Vorzugsweise ist der Kontaktrahmen mit dem
Kontakttrager unlosbar verbunden. Mit Vorteil ist der
Kontaktrahmen zumindest bereichsweise durch ein elektrisch
leitendes Mittel mit dem Kontakttrager verbunden.
Beispielsweise kann der Kontaktrahmen auf den Kontakttrager

geklebt, eutektisch gebondet oder geldtet sein.

Gemdl einer bevorzugten Ausgestaltung ist der Kontaktrahmen
aus einem einzigen Werkstiick, vorzugsweise aus einem
Metallblech, gebildet. Das Werkstiick wird mit Vorteil derart
strukturiert, dass es eine Vertiefung fir den Halbleiterchip
und ein Kontaktelement zur elektrischen Kontaktierung des

Halbleiterchips aufweist.

Entsprechend dem Kontaktrahmen kann auch der Kontakttriager
aus einem einzigen Werkstiick, vorzugsweise aus einem
Metallblech, gebildet sein. Das Werkstiick wird mit Vorteil
derart strukturiert, dass es eine Vertiefung fir den
Halbleiterchip aufweist, auf deren Boden der Halbleiterchip

befestigt werden kann.
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Alternativ kann der Kontakttriager ein Substrat mit mindestens
einem elektrisch leitenden Bereich aufweisen. Der mindestens
eine elektrisch leitende Rereich des Kontakttragers bildet in
Verbindung mit dem Kontaktrahmen den ersten oder zweiten
elektrischen Anschlussbereich. Das Substrat kann ein
elektrisch leitendes oder geringfiigig leitendes Material oder
ein elektrisch isolierendes Material enthalten. Besonders
geeignet ist ein Material mit guter Warmeleitfahigkeit zur
ausreichenden Kihlung des Halbleiterchips. Beispielsweise
kann das Substrat ein Keramikmaterial, ein Halbleitermaterial
oder ein Kunststoffmaterial enthalten. Im Falle eines
geringfigig elektrisch leitenden oder elektrisch isolierenden
Substrats kann der mindestens eine elektrisch leitende
Bereich durch Aufbringen einer Metallisierung auf das
Substrat hergestellt werden. Im Falle eines elektrisch
leitenden Substrats kann das Substrat bereichsweise mit einem
elektrisch isolierenden Material bedeckt werden, so dass der
von dem elektrisch isolierenden Material unbedeckte Bereich

des Substrats den elektrisch leitenden Bereich bildet.

Gemdl einer bevorzugten Ausgestaltung des optoelektronischen
Bauelements ist der Verbund aus optoelektronischem
Halbleiterchip, Kontaktrahmen und Kontakttrdger in eine
Umhtillung eingebettet. Ein derartig kompakter Aufbau

erfordert vorteilhafterweise kein zusatzliches Gehause.

Die Umhiillung kann aus einer Vergussmasse oder einer
Spritzgussmasse hergestellt werden. Vorzugsweise enthalt die

Umhtillung ein Silikon.

Bei einer weiteren Ausgestaltung des optoelektronischen
Bauelements weist der Kontaktrahmen auf einer dem

Kontakttrager zugewandten oder abgewandten Seite auBer der
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Vertiefung flir den Halbleiterchip weitere Vertiefungen auf.
Insbesondere sind die weiteren Vertiefungen mit dem
Umhtillungsmaterial geftillt. Auf diese Weise kann die

Umhtillung im Kontaktrahmen verankert werden.

Gemal einer bevorzugten Weiterbildung weist die Umhiillung
eine zur Strahlformung vorgesehene optische Struktur auf.
Ausgehend vom optoelektronischen Halbleiterchip ist die
optische Struktur dem Kontaktrahmen nachgeordnet.
Beispielsweise kann die Umhiillung eine konvex gekrimmte
Oberfldche aufweisen, so dass die optische Struktur eine
konvexe Linse ist, welche die hindurchtretende Strahlung

biindelt.

Weiterhin kann das optoelektronische Bauelement zusadtzlich zu
dem optoelektronischen Halbleiterchip einen weiteren
Halbleiterchip aufweisen. Ferner weist der Kontaktrahmen mit
Vorteil ein weiteres Kontaktelement auf, das mit dem weiteren
Halbleiterchip verbunden ist. Der optoelektronische
Halbleiterchip kann mit dem weiteren Halbleiterchip seriell,
parallel oder antiparallel verschaltet sein. Beispielsweise
ist der weitere Halbleiterchip ein Strahlung emittierender
oder Strahlung empfangender Halbleiterchip oder eine

Schutzdiode.

Gemdl einer bevorzugten Variante eines Verfahrens zur
Herstellung des optoelektronischen Bauelements wird dieses in
Serie gerfertigt. Hierfiir werden insbesondere eine
Kontaktrahmeneinheit, die mehrere Kontaktrahmen fiir mehrere
optoelektronische Bauelemente aufweist, sowie eine
Kontakttradgereinheit, die mehrere Kontakttradger fiir mehrere
optoelektronische Bauelemente aufweist, verwendet. Die

Einheit aus Halbleiterchips, Kontaktrahmen- und trdgereinheit
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wird derart vereinzelt, dass nach der Vereinzelung mehrere

optoelektronische Bauelemente vorliegen.

Bei einer vorteilhaften Variante des Verfahrens werden fir
die Kontaktrahmeneinheit und die Kontakttragereinheit zwei

separate Elemente bereitgestellt.

Die Kontaktrahmeneinheit kann aus einem einzigen Werkstiick
hergestellt werden. Insbesondere wird als Werkstiick ein

Metallblech verwendet.

Vorzugsweise wird das Werkstick mit Vertiefungen versehen,
die sich von einer ersten Hauptflidche bis zu einer der ersten
Hauptflache gegeniber liegenden zweiten Hauptflache des
Werkstiicks durchgehend erstrecken. In den Vertiefungen kann
jeweils mindestens ein Halbleiterchip angeordnet werden. Zur
Ausbildung der durchgehenden Vertiefungen kann das Werkstiick
ausgehend von der ersten Hauptfldche teilweise gedtzt werden
und entsprechend von der zweiten Hauptfldche aus teilweise
gedtzt werden. AuBerdem wird jeweils mindestens ein

Kontaktelement hergestellt, das in die Vertiefung hineinragt.

Weitere Vertiefungen zur Verankerung einer Umhiillung kodnnen
ausgehend von der ersten oder zweiten Hauptflache in das
Werkstiick gedtzt werden, wobei sich die Vertiefungen nicht

vollstandig durch das Werkstiick hindurch erstrecken missen.

Die Kontakttragereinheit kann auf zwei verschiedene Arten
hergestellt werden. Eine erste Moglichkeit besteht darin, die
Kontakttridgereinheit aus einem einzigen Werkstick
herzustellen, das insbesondere ein Metallblech ist. Eine

zweite Moglichkeit besteht darin, fir die
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Kontakttragereinheit ein Substrat zu vewenden, das elektrisch

leitende Bereiche aufweist.

Wird die Kontakttridgereinheit aus einem einzigen Werkstick
hergestellt, so werden in dem Werkstiick vorzugsweise
Vertiefungen ausgebildet, auf deren Boden jeweils mindestens
ein Halbleiterchip befestigt werden kann. Die Vertiefungen
kénnen ausgehend von einer ersten Hauptfldche des Werkstilicks

in dieses geatzt werden.

Ferner konnen ausgehend von der ersten oder einer zweiten
Hauptflache des Werkstiicks, die der ersten Hauptflache
gegenliber liegt, weitere Vertiefungen zur Verankerung einer
Umhtillung in das Werkstiick gedtzt werden, die sich teilweise

oder vollstandig durch das Werkstiick hindurch erstrecken.

Wird flir die Kontakttrdgereinheit ein Substrat mit elektrisch
leitenden Bereichen verwendet, so enthdlt das Substrat mit
Vorteil ein Keramikmaterial, ein Halbleitermaterial oder ein
Kunststoffmaterial. Auf eine Hauptfldche des Substrats wird
insbesondere eine elektrisch leitende Beschichtung,
vorzugsweise eine Metallisierung, bereichsweise aufgebracht,
so dass das Substrat auf der Hauptfldche elektrisch leitende

Bereiche aufweist.

Auf der Kontakttrdgereinheit werden die Halbleiterchips auf
den dafir vorgesehenen Bereichen befestigt. Dies kann seriell
oder in einem batch-Prozess erfolgen. Insbesondere werden die

Halbleiterchips auf die Kontakttrigereinheit geldtet.

Dann wird die Kontaktrahmeneinheit auf die
Kontakttragereinheit aufgesetzt. Dabei kann die

Kontaktrahmeneinheit zusammenhdngende Kontaktrahmen oder



10

15

20

25

30

WO 2010/112298 PCT/EP2010/052850

_10_

separate Kontaktrahmen aufweisen, die stiickweise auf die
Kontakttragereinheit aufgesetzt werden. Ferner kann die
Kontakttragereinheit zusammenhdngende Kontakttrager oder

separate Kontakttriager aufweisen.

Die Kontaktrahmeneinheit wird mit der Kontakttradgereinheit
zumindest bereichsweise elektrisch leitend verbunden. Die
Kontaktrahmeneinheit kann auf die Kontakttradgereinheit

geklebt, eutektisch gebondet oder geldtet werden.

Mit Vorteil wird die Kontaktrahmeneinheit so auf die
Kontakttragereinheit aufgesetzt, dass die Halbleiterchips in
die jeweiligen fir diese vorgesehene Vertiefungen der
Kontaktrahmen hineinragen. Insbesondere ragen die
Halbleiterchips in die entsprechenden Vertiefungen soweit
hinein, dass sie mit dem Kontaktelement des Kontaktrahmens in
Kontakt stehen. Somit kénnen die Halbleiterchips durch
Aufsetzen der Kontaktrahmeneinheit auf die
Kontakttragereinheit elektrisch kontaktiert werden. Zur
Unterstiitzung der elektrischen Verbindung kann zwischen
Halbleiterchip und Kontaktelement ein elektrisch leitendes
Mittel, beispielsweise ein Leitkleber oder eine

Lotverbindung, angeordnet werden.

Gemal einer weiteren Variante des Verfahrens werden die
Kontaktrahmeneinheit und die Kontakttrdgereinheit einstiickig
hergestellt. Insbesondere wird hierfir ein einziges
Werkstiick, beispielsweise ein Metallblech, verwendet. Die
Ausbildung der Vertiefungen fir die Halbleiterchips sowie der
weiteren Vertiefungen zur Verankerung einer Umhiillung konnen
wie im Falle der oben beschriebenen zweistlickigen Herstellung
der Kontaktrahmeneinheit und der Kontakttrdgereinheit

erfolgen.
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Bei allen beschriebenen Varianten eines Verfahrens kann der
Verbund aus Kontaktrahmeneinheit, Kontakttradgereinheit und
Halbleiterchips in eine Umhiillung eingebettet werden, die
insbesondere ein Silikon enthalt. Dies kann beispielsweise

durch VergieRen oder Spritzguss erfolgen.

Vorteilhafte Ausfihrungsformen eines optoelektronischen
Bauelements werden im folgenden anhand der Figuren 1 bis 4

naher erlautert.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht eines ersten
Ausfiihrungsbeispiels eines optoelektronischen

Bauelements,

Figur 2 eine schematische Aufsicht auf ein zweites
Ausfiihrungsbeispiel eines optoelektronischen

Bauelements,

Figur 3 eine schematische Querschnittsansicht eines dritten
Ausfiihrungsbeispiels eines optoelektronischen

Bauelements,

Figur 4 eine schematische Aufsicht auf ein viertes
Ausfiihrungsbeispiel eines optoelektronischen

Bauelements.

Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in den Figuren mit

den gleichen Bezugszeichen versehen.
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In Figur 1 ist ein optoelektronisches Bauelement 1
dargestellt, das einen optoelektronischen Halbleiterchip 2
sowie einen Kontaktrahmen 3 und einen Kontakttrager 4
aufweist. Vorzugsweise ist der optoelektronische

Halbleiterchip 2 ein Strahlung erzeugender Halbleiterchip.

Der Kontaktrahmen 3 und der Kontakttriager 4 sind separate
Elemente, wobei der Kontaktrahmen 3 zumindest bereichsweise
durch ein elektrisch leitendes Mittel 10 auf dem
Kontakttrager 4 befestigt ist. Beispielsweise kann der
Kontaktrahmen 3 auf den Kontakttriager 4 geklebt, eutektisch

gebondet oder geldtet sein.

Der Kontaktrahmen 3 und der Kontakttridger 4 enthalten ein
elektrisch leitendes Material. Insbesondere sind der
Kontaktrahmen 3 und der Kontakttridger 4 jeweils aus einem

Metallblech gebildet.

Sowohl der Kontaktrahmen 3 als auch der Kontakttrdger 4 sind
zweliteilig ausgebildet. Hierfir ist der Kontaktrahmen 3 mit
einer Vertiefung 7 versehen, welche den Kontaktrahmen 3 in
zwel Teile trennt. Ebenso weist der Kontakttrdger 4 eine
Vertiefung 14 auf, welche den Kontakttradger 4 in zwei Teile

trennt.

Ein erster Teil des Kontaktrahmens 3 bildet zusammen mit
einem ersten Teil des Kontakttrdgers 4 einen ersten
Anschlussbereich 5. Weiterhin bildet ein zweiter Teil des
Kontaktrahmens 3 zusammen mit einem zweiten Teil des
Kontakttragers 4 einen zweiten Anschlussbereich 6. Durch die
Vertiefungen 7 und 14, in welchen sich ein elektrisch
isolierendes Medium befindet, ist der erste Anschlussbereich

5 von dem zweiten Anschlussbereich 6 elektrisch isoliert.
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Auf einer dem Kontaktrahmen 3 zugewandten Seite des
Kontakttragers 4 ist eine Vertiefung 9 ausgebildet, auf deren
Boden der optoelektronische Halbleiterchip 2 mit seiner
Riickseite angeordnet ist. Insbesondere ist der
optoelektronische Halbleiterchip 2 mit dem Kontakttrager 4
elektrisch leitend verbunden. Der optoelektronische
Halbleiterchip 2 kann auf den Kontakttriger 4 geldtet sein.
Der Halbleiterchip 2 ist auf diese Weise mit dem zweiten

Anschlussbereich 6 drahtlos elektrisch verbunden.

Der optoelektronische Halbleiterchip 2 ragt mit seiner
Vorderseite in die Vertiefung 7 des Kontaktrahmens 3 hinein.
Der Halbleiterchip 2 ragt soweit in die Vertiefung 7 hinein,
dass eine Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips 2
mit einem Kontaktelement 30 des Kontaktrahmens 3 in Kontakt
steht. Zwischen dem Kontaktelement 30 und dem Halbleiterchip
2 ist ein elektrisch leitendes Mittel 13 angeordnet, welches
das Kontaktelement 30 und den Halbleiterchip 2 elektrisch
verbindet. Somit ist der optoelektronische Halbleiterchip 2
mit dem ersten Anschlussbereich 5 drahtlos elektrisch

verbunden.

Die Vertiefung 7 ist insbesondere so dimensioniert, dass die
Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips 2 von dem
Kontaktrahmen 3 unbedeckt ist, so dass von dem Halbleiterchip
2 erzeugte Strahlung ungehindert durch die Vertiefung 7
hindurchtreten und aus dem optoelektronischen Bauelement 1
auskoppeln kann. Das Kontaktelement 30 des Kontaktrahmens 3
bedeckt einen vernachlédssigbar kleinen Teil der

Strahlungsdurchtrittsflache des Halbleiterchips 2.
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Umfangseitig ist der Halbleiterchip 2 groRtenteils von dem
ersten und zweiten Anschlussbereich 5, 6 umgeben, so dass
seitlich emittierte Strahlung auf den ersten oder zweiten
Anschlussbereich 5, 6 auftreffen, in Richtung der Vertiefung
7 reflektiert und aus dem optoelektronischen Bauelement 1

ausgekoppelt werden kann.

Der Verbund aus optoelektronischem Halbleiterchip 2,
Kontaktrahmen 3 und Kontakttridger 4 ist in eine Umhillung 11
eingebettet. Auf ein zusatzliches Gehause kann
vorteilhafterweise verzichtet werden. Die Umhillung 11
enthalt insbesondere ein strahlungsdurchldssiges elektrisch

isolierendes Material wie Silikon.

Der Kontaktrahmen 3 und der Kontakttrdger 4 weisen auf ihren
Unterseiten weitere Vertiefungen 8 auf, die vorzugsweise mit
dem Umhiillungsmaterial gefiillt sind. Durch diese Vertiefungen
8 kann die Umhiillung 11 im Kontaktrahmen 3 und im

Kontakttrager 4 verankert werden.

Ferner sind auch die Vertiefungen 7 und 9 mit dem
Umhiillungsmaterial gefiillt, so dass der Halbleiterchip 2
geschiitzt ist. Weiterhin ist auch die Vertiefung 14 mit dem
Umhiillungsmaterial gefillt. Durch das in den Vertiefungen 7
und 14 angeordnete elektrisch isolierende Umhiillungsmaterial
sind der erste und zweite Anschlussbereich 5, 6 voneinander

elektrisch isoliert.

Die Umhiillung 11 weist eine zur Strahlformung vorgesehene
optische Struktur 12 auf. Ausgehend vom optoelektronischen
Halbleiterchip 2 ist die optische Struktur 12 dem
Kontaktrahmen 3 nachgeordnet. Die Umhillung 11 weist eine

konvex gekrimmte Oberfliache auf, so dass die optische
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Struktur 12 eine konvexe Linse ist, welche die

hindurchtretende Strahlung bindelt.

Figur 2 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel eines
optoelektronischen Bauelements 1 in Aufsicht. Der
optoelektronische Halbleiterchip 2 ist auf einer dafir
vorgesehenen Montagefldche des Kontakttragers 4 angeordnet.
Der Kontakttrdger 4 ist zweiteilig ausgebildet, wobei die
beiden Teile des Kontakttragers 4 durch die Vertiefung 14
voneinander getrennt sind. Zur elektrischen Isolierung der
beiden Teile ist die Vertiefung 14 mit einem elektrisch
isolierenden Material, insbesondere einem Kunststoffmaterial,
gefiillt. Die beiden Teile des Kontakttrdagers 4 weisen einen

rechteckfdérmigen Grundriss auf.

Auf dem Kontakttrdger 4 ist der Kontaktrahmen 3 angeordnet.
Auch der Kontaktrahmen 3 ist zweiteilig ausgebildet, wobei
die beiden Teile des Kontaktrahmens 3 durch die Vertiefung 7
voneinander getrennt sind. Der dem zweiten Anschlussbereich ©
zugeordnete Teil des Kontaktrahmens 3 umgibt den
Halbleiterchip 2 U-f6rmig. Der dem ersten Anschlussbereich 5
zugeordnete Teil des Kontaktrahmens 3 erganzt den U-fdrmigen
Teil derart, dass der Halbleiterchip 2 auf allen vier Seiten
von dem Kontaktrahmen 3 umgeben ist. Dieser Teil des
Kontaktrahmens 3 weist das Kontaktelement 30 auf, das auf der
Strahlungsdurchtrittsfliache des Halbleiterchips 2 aufliegt
und den Halbleiterchip 2 mit dem ersten Anschlussbereich 5

drahtlos elektrisch verbindet.

Vorzugsweise sind sowohl der Kontaktrahmen 3 als auch der
Kontakttrager 4 aus einem einzigen Werkstiick insbesondere

einem Metallblech, hergestellt.
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In Figur 3 ist ein Ausfihrungsbeispiel eines
optoelektronischen Bauelements 1 dargestellt, bei welchem der
Kontakttrager 4 nicht aus einem einzigen Werkstiick
hergestellt ist. Der Kontakttradger 4 weist ein Substrat 15
mit zwei durch die Vertiefung 14 voneinander getrennten
elektrisch leitenden Bereichen 16 auf. Das Substrat 15 ist
vorzugsweise nur geringfiigig oder nicht elektrisch leitend.
Es kann beispielsweise ein Keramikmaterial, ein
Halbleitermaterial oder ein Kunststoffmaterial enthalten. Das
Substrat 15 ist mit einer Metallisierung beschichtet, die so
strukturiert ist, dass sie die beiden voneinander getrennten

elektrisch leitenden Bereiche 16 aufweist.

Auf dem Kontakttrdger 4 ist der Kontaktrahmen 3 angeordnet.
Dieser ist entsprechend dem in Figur 1 dargestellten
Kontaktrahmen 3 ausgebildet, das heillt er ist vorzugsweise
aus einem einzigen Werkstiick, insbesondere einem Metallblech,
hergestellt. Der Kontaktrahmen 3 ist so auf dem Kontakttrager
4 aufgesetzt, dass der erste Teil des zweitteilig
ausgebildeten Kontaktrahmens 3 nur mit dem einen elektrisch
leitenden Bereich 16 des Kontakttragers 4 und der zweite Teil
nur mit dem anderen elektrisch leitenden Bereich 16 des

Kontakttragers 4 in Verbindung steht.

Hinsichtlich der weiteren Ausgestaltungen gleicht das in
Figur 3 dargestellte optoelektronische Bauelement 1 dem in

Figur 1 dargestellten optoelektronischen Rauelement 1.

Figur 4 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel eines
optoelektronischen Bauelements 1, dessen Kontakttrager 4
entsprechend dem in Figur 3 dargestellten Bauelement 1 ein
Substrat 15 mit voneinander getrennten elektrisch leitenden

Bereichen 16 (nur ein Bereich ist zu sehen) aufweist.



10

15

20

25

30

WO 2010/112298 PCT/EP2010/052850

Der Kontaktrahmen 3 ist vorzugsweise aus einem einzigen
Werkstiick, insbesondere einem Metallblech, gebildet. Der
Kontaktrahmen 3 weist Vertiefungen 8 auf, die sich von einer
dem Kontakttriager 4 abgewandten ersten Hauptfldche bis zu
einer der ersten Hauptfladche gegeniiber liegenden Hauptflache
des Kontaktrahmens 3 erstrecken. Diese Vertiefungen 8 sind

zur Verankerung einer Umhiillung (nicht dargestellt) geeignet.

Neben dem optoelektronischen Halbleiterchip 2 weist das
optoelektronische Bauelement 1 einen weiteren Halbleiterchip
17 auf. Der Halbleiterchip 17 ist bei diesem
Ausfihrungsbeispiel eine Schutzdiode, deren pn-Ubergang im
Vergleich zu dem pn-Ubergang des optoelektronischen

Halbleiterchips 2 gegensinnig angeordnet ist.

Der Kontaktrahmen 3 weist auBer dem fir den
optoelektronischen Halbleiterchip 2 vorgesehenen
Kontaktelement 30 ein weiteres Kontaktelement 30 auf, das
eine Oberseite des weiteren Halbleiterchips 17 mit dem
Kontaktrahmen 3 des ersten Anschlussbereichs elektrisch
leitend verbindet. Der Kontaktrahmen 3 weist zwischen den
beiden Kontaktelementen keine Unterbrechung auf, so dass die
beiden Halbleiterchips 2, 17 iiber den Kontaktrahmen 3 im

Betrieb mit demselben Potential beaufschlagt sind.

Mit ihrer Unterseite sind die beiden Halbleiterchips 2, 17
auf einem Teil des elektrisch leitenden Bereichs 16
angeordnet, der in die Vertiefung 7 hineinragt. Dieser Teil
des elektrisch leitenden Rereichs 16 weist eine an die
Rechteckform der Halbleiterchips 2 angepasste, ebenfalls
rechteckige Form auf. Diese Form lasst sich bei diesem

Ausfiihrungsbeispiel durch geeignete Strukturierung der
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Metallisierung, aus welcher der elektrisch leitende Bereich
16 vorzugsweise hergestellt ist, leichter realisieren als bei
einem Kontakttrdger, der aus einem massiven Werkstiick

hergestellt ist.

Die Unterseite der beiden Halbleiterchips 2, 17 ist mit dem
elektrisch leitenden Bereich 16 elektrisch verbunden. Der
elektrisch leitende BRereich 16 weist zwischen den
Halbleiterchips 2, 17 keine Unterbrechung auf, so dass die
beiden Halbleiterchips 2, 17 iiber den elektrisch leitenden
Bereich 16 und den mit diesem verbundenen Kontaktrahmen 3 des
zwelten Anschlussbereichs 6 im Betrieb mit demselben

Potential beaufschlagt sind.

Somit sind die beiden Halbleiterchips 2, 17 bei diesem

Ausfihrungsbeispiel im Betrieb antiparallel verschaltet.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr umfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauelement (1) aufweisend

- einen optoelektronischen Halbleiterchip (2),

- einen Kontaktrahmen (3),

- einen Kontakttrager (4),

- einen ersten elektrischen Anschlussbereich (5) und einen
von dem ersten elektrischen Anschlussbereich (5) elektrisch
isolierten zweiten elektrischen Anschlussbereich (6), die
jeweils einen Teil des Kontaktrahmens (3) und einen Teil des
Kontakttragers (4) umfassen, wobei

der Kontaktrahmen (3) mit einer Vertiefung (7) versehen ist,
welche den ersten elektrischen Anschlussbereich (5) zumindest
bereichsweise von dem zweiten elektrischen Anschlussbereich
(6) trennt und in welche der optoelektronische Halbleiterchip
(2) hineinragt, und wobei der Kontaktrahmen (3) mit einem
Kontaktelement (30) ausgebildet ist, das den Kontaktrahmen
(3) mit dem optoelektronischen Halbleiterchip (2) elektrisch

verbindet.

2. Optoelektronisches Bauelement (1) nach Anspruch 1, wobei
das Kontaktelement (30) ein Teil des ersten Anschlussbereichs
(5) ist und den optoelektronischen Halbleiterchip (2) mit dem

ersten Anschlussbereich (5) drahtlos elektrisch verbindet.

3. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der optoelektronische
Halbleiterchip (2) auf dem Kontakttrager (4) des zweiten
Anschlussbereichs (6) angeordnet ist und mit dem

Kontakttrager (4) drahtlos elektrisch verbunden ist.
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4. Optoelektronisches

vorhergehenden Anspriche,

der Kontaktrahmen (3)

ausgebildet sind.

5. Optoelektronisches
der Kontaktrahmen (3)

aus einem Metallblech

6. Optoelektronisches
1 bis 3, wobei
der Kontaktrahmen (3)

Elemente sind.

7. Optoelektronisches
der Kontaktrahmen (3)

ist.

8. Optoelektronisches
wobei

der Kontaktrahmen (3)
Kontakttrager (4)

ist.

9. Optoelektronisches
6 bis 8, wobei

der Kontaktrahmen (3)
10.

Anspriche 6 bis 9,

geklebt,

Optoelektronisches Bauelement

wobei der Kontakttrager
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(1) nach einem der

RBauelement

wobeil

und der Kontakttrdger (4) einstickig

Bauelement wobeil

(1)
und der Kontakttrager

nach Anspruch 4,

(4)

einstickig
gebildet sind.
(1)

Bauelement nach einem der Anspriiche

und der Kontakttrager (4) zwel separate

wobeil

(1)

auf dem Kontakttrager

nach Anspruch 6,

(4)

RBauelement

angeordnet

Bauelement (1) nach Anspruch 6 oder 7,
zumindest bereichsweise auf den

eutektisch gebondet oder geldtet

Bauelement (1) nach einem der Anspriiche

aus einem Metallblech gebildet ist.

nach einem der

(4)

(1)

aus einem

Metallblech gebildet ist.
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11. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der

Anspriiche 6 bis 9, wobei der Kontakttrdager (4) ein Substrat
(15) mit mindestens einem elektrisch leitenden Bereich (16)
aufweist, wobei das Substrat (15) ein Keramikmaterial, ein

Halbleitermaterial oder ein Kunststoffmaterial enthalt.

12. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der Kontaktrahmen (3) auf
einer dem Kontakttriager (4) zugewandten oder abgewandten

Seite weitere Vertiefungen (8) aufweist.

13. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, wobei der Verbund aus

optoelektronischem Halbleiterchip (2), Kontaktrahmen (3) und
Kontakttrager (4) in eine Umhiillung (11) eingebettet ist.

14. Optoelektronisches Rauelement (1) nach Anspruch 12 und
13, wobei die weiteren Vertiefungen (8) mit dem

Umhtillungsmaterial geftillt sind.

15. Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der

vorhergehenden Anspriiche mit einem weiteren Halbleiterchip

(17), wobei der Kontaktrahmen (3) ein weiteres Kontaktelement

(30) aufweist, das mit dem weiteren Halbleiterchip (17)

verbunden ist, und wobei der optoelektronische Halbleiterchip

(2) und der weitere Halbleiterchip (17) seriell, parallel

oder antiparallel verschaltet sind.
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